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【概要】バイポーラデバイスにおいて順方向特性劣化を引き起こす基底面転位の拡張挙動を理

解する為に、その挙動を A面からの電子線励起および CLで観察した。A面を使用することで、C

面では困難な励起配置が可能となる。拡張転位に対して複数の励起配置でその拡張挙動を調べた。

拡張転位の外側に電子線を照射しても拡張したが、拡張幅は照射位置によって異なった。その詳

細を報告する。 

【実験方法】4H-SiC (11-20)面（A面）上に成長した厚さ 100µmの n型（Nd=1x1015cm-3）エピタ

キシャル膜を用いた。CL 像観察の電子線の加速電圧は 20kV、電流は 6-70nA とし 1 視野(240µm 

x180µm)の走査に 32秒を要した。走査線は左から右に、各走査線は上から下へ走査した。電子線

をポイント照射(10nA)した後の CL像観察は 1視野の走査で拡張幅の変化しない 6.4nAで行った。 

【結果】転位の拡張幅は、6-60nA の範囲では電流に比例したが 64nA で飽和し、その拡張率は

1.8µm/nA/15 走査であった。同様に走査方向に平行な転位の拡張幅は走査回数に比例し、拡張率は

拡張の方向には依存せず 20nAで、右拡張：1.6µm/走査、左拡張：1.5µm/走査の値を得た。 

また、図 1に示す 5つの位置に電子

線をポイント照射して拡張の有無を確

認した。拡張転位の外側の励起いずれ

も、転位の拡張は観察されたがその拡

張幅は照射位置によって大きく異なっ

た。電子正孔対捕獲サイトとして考え

られる Si-core部分転位、C-core部分転

位、積層欠陥のうち、Si-core部分転位

での捕獲が主と考えられる 1,2 配置で

の拡張が最も大きく、1,2 に比べて

積層欠陥での捕獲割合が大きいと

考えられる 3,4 配置での拡張は小さ

くなった。また、C-core 部分転位の捕獲が主と考えられる配置 5 では前者 2 者に比べ拡張は起き

にくかったが、照射時間が増えると拡張が開始した。C-core部分転位のみがすべった。 
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図 1 拡張した基底面転位に対する電子線照射位置 
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